
列成规则的结构
。

伯克利小组之所以取得如此霓大的成就
，
是由于他们同时使用了好几种技术

，
其中最重

要的是低能电子衍射技术
，
因为能量在���电子伏左右的电子波对表面很敏感

。

他们通过许多

复杂的理论处理
，
得到了过去认为是不可能得到的绍果

。

例如
，
铂表而上次丁基化合物的表

面晶胞为 ��心 � � �盯 �� ���
“ ，
��个原子的坐标准确到。

�

�埃
。

这次虽然只测定了这样简单的体系
，
但是测定复杂的体系也可以

，
将促使寻求新的高效

催化剂的工作变成一个不�学设计的问题
。

�摘编 自 �
科学报

，， ����年 �月��日�

制造半导体元件的新设备—聚焦离子束系统

在����年
， 一
个典型半导体芯片含有一万个元件

，
到����年增加到��万 个

，
现已出现

���万个元件的芯片
，
芯片的大小从木上没有变化

。

元件数目增加了
，
元件的线宽必须越来

越细
，
其最小特征尺寸由����年的 �微米减少到����年的 �微米

。

不久前
，
英国的�

��。������。 �。 �����。 公司研制出一种聚焦离子束系统 ���������
。

这

种用探针产生的离子束可 与电子束系统相比拟
。

采用的是液态金属离子源
，
离子源的从木结

构包括装在存在液态金属的容器上的操针
，
针尖半径为��微米左右， 加在发射极和分离极之

间的几千伏电压使液态金属薄膜带有电场， 针尖上的电场使离子从基体中逸出并在针尖形成

一个小而亮的离子发射区
。

离子束中含有的少量掺杂离子取决于合金的木身成分
。

若要直接注入掺杂
，
就必须对聚

焦离子束进行质景分析以便分离出所需的掺杂离子
。

这个新装置主要由四极电子抢
、

束流过

滤装置
、

物镜和靶 �个部分组成
。

由于含金离子源发射的离子束中包含有合金的所有成分
，
因此要用过滤器对所需离子进

行分离
。

为此
，
英国科学家研制了一种特殊对称的全磁过滤

。

它直接装在四极电子枪室后而

来完成质量分析
。
这个过滤器的对称牲可以确保每对磁铁具有相等而相反的作用

。

因此
，
所

需的离子仅与质荷比有关而与能量分布无关
。

这台仪器可以变更束流能量
，
可更换光阑和离子选择器

，
因而将是用于半导体元件制造

技术的多用途仪器
。

可以 用于注入掺杂
、

光致抗蚀剂曝光
、

微细加工以及二次电子成像等技

术
，
由于可以在水平和垂直两个方面控制杂质分布

，
因而具有制造三维器件的可能性

。

这是

最引人注 目的发展方向之一
。

�

�目

�摘 自 �科学报
” ����年 �月��日�

真空
、

低温与����年世界�大科技进展

经过我国学者评选出的����年世界十大科技进展已经在
“ 科学画报

” ����年第三期
�

�公

布
。

这十大利技进展是
�
比贝尔巴赫猜想获得证明�数学�

、

一种新的放射性 �物理学�
、

人类

一��一


